OEM: Texas Instruments Transistor 2N3011 Datasheet

Silicon NPN Transistor

2N3011

30V /200mA/1,2W

DATASHEET

OEM - Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Transistor 2N3011 Datasheet

NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistor 2N3011

Fiir sehr schnelle Schaltanwendungen

* Mechanische Daten

Ia e in mm o=

1,55

D KeJakicr inl mil dem Gehlase elekirinch wrbunden

* Absolute Grenzwerte

HKollektor-Basis-Spannung v
Kallektor-Emitterspannung (Bem. 1) IRy
Kaollektor-Emitterspannung (Bem. 2) 12V
Emitter-Basis-Spannung 5V
Kollektor-Dauarstrom 200 ma,
Kollekior-Spitzenstrom (Bem. 3) 500 mA,
Gesamtverlustleistung bei (od. darunter) Ty = 25 °C (Bem. 4) 038w
Gasamtverlustleistung bei {od. darunter) Tg = 25 °C (Bem. 5) 1.2W
Gesamtverlustlelstung bei Tg = 100°C 0,68W
Kellektor-Sparrschichttemperatur 200°C
Lagerungs-Temperaturbareich —§5 °C bis +200°C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode kurzgeschlossen ist.

2, Dieser Wert liegt zwischen 10 pA und 10 mA Kollektorstrom, wenn die Basis-Emitterdiode
offen ist.

3, Gilt bei Impulsbreiten = 10 gs.

4, Lineare Abnahme bis Tu = 200°C mit 2,06 mW/"C.

5. Lineare Abnahme bis Tg = 200 °C mit 6,85 mW/"C.
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* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angagebean)
Parameter Prifbedingungean min max  Einh.
Uprycao Kollektor-Basis- lg=10pA, Ig=20 30 v
Durchbruchspannung
Umrycgo Hollektor-Emitter- lg=10mA, Ilm=20 (Bem. 8) 12 v
Durchbruchspannung
Umr)ces Kollektor-Emitter- lg=10pA, Upe=0 30 v
Durchbruchspannung
Umprieso Emitter-Basis- g = 100 pA, lg=10 5 v
Durchbruchspannung
IcEs Kollektor-Emitter- Ueg=20V, Upg=10 0.4 A
Reststrom Upg=20V, Upe=0, To=8"C 10 A
In Basizstrom Upg =20V, Upe =10 =04 L
hrg Glaichstromvarstirkung Upg =035V, lg=10mA (Bem. &) a0 120
Uce =04V, lg=230ma (Bem. 8 25
Ugr =1V, lg=100mA (Bild &) 12
Upg Basis-Emitterspannung Ig=1mA, lg=10mA (Bem.8) 072 o087 W
Ip=3mA, lg=30mA (Bem.8) 116 W
Ip =10 mA, Ig =100 mA (Bem, 8 160 W
Uceesty Hollektor-Emitter- In=1ma, Ig=10mA (Bem. &) 020 v
Restspannung lp=3mA, Ilg=30mA (Bem.8) 02 v
lg = 10 mA, lg = 100 mA (Bem. &) 050 VW
Ig=1mA, lg=10ma, Ty =85°C 030 WV
(Bem. &)
| hatel Betrag der KurzschiuB- Ucg =10V, lg=20mA, =100 MHz 40
Stromvaerstirkung
Cots Leerlauf-Ausgangs- Uem=58V, =0, f = 140 kHz 40 pF
kapazitat
Bemerkung:

6. ImpulsméaBig gemessen: Impulsbreite = 300 us

Tastverhiltnis = 295

* JEDEC registriert.
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* Schaltwerte bel Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungent max  Einh.

tan  Einschaltzeit lg = 30 mA, Ipjy = 3 mA, Upgjamn = 0, 15 ns
Rr =62 @ (Bild 1)

tarr  Ausschaltzeit lg = 30 mA, Ippy = 3 mA, Ipp) = —3,5 mA, 20 ns
Ry = 82 & (Bild 1)

1a Speicherzeit lg = lppy = —Ipgp = 10 mA (Bild 2) 13 ns

1 Nennwerte.

* Schaltzeitmessung

(Bam. a und b)

Bild 1 — Ein- und Ausschaltzeiten

* JEDEC registriert.
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Bemerkungen:

a) Die Eingangs-Signaliarmen arzeugt ein Impulsgenerator mit folgenden Daten:
Zausg = 50 &, tr = 1 ns, {f = 1 ng, Impulsbreite = 300 ns, Tastverhiltnis = 2%,

b) Signalformen (Bild 1) auf einem Oszillographen mit folgenden Daten betrachiet: tr < 1 ns,
Re[n‘ = 100 k.

c} Ausgangs-Signalformen (Bild 2) auf einem Oszillographen mit felgenden Daten betrachtet:
tfr = 1 ns, Z¢|,|1r = 50 &.

* Schaltzeitmessung

0
890 0 0,1#F \
0,1 uF - Ausgang Eingang
—] -1ov =

Eingarg

i
{Bem, a ynd b
Spannungs-Slgralformen

Priilachalung

Bild 2 — Speicherzeiten

* JEDEC registriert.
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